
4. Двумерные системы
Исследование магнитопоглощения
в гетероструктурах HgTe/CdHgTe с квантовыми ямами 
в сильных магнитных полях при различных температурах
В. В. Платонов1, 2, Ю. Б. Кудасов1, 2, М. С. Жолудев3, А. В. Иконников3, O. Drachenko4, А. С. Коршунов2, И. В. Макаров2, Д. А. Маслов1, 2, О. М. Сурдин2, А. В. Филиппов2, В. И. Гавриленко3, M. Helm4, Н. Н. Михайлов5, C. А. Дворецкий5
1СарФТИ — НИЯУ-МИФИ, ул. Духова 6, Саров, Ниж. обл., 607189, Россия.
2РФЯЦ— ВНИИЭФ, пр. Мира 37, Саров, Нижегородская обл., 607189, Россия.
3ИФМ РАН, ул. Академическая, д. 7, Нижний Новгород, 603087, Россия.
4Dresden High Magnetic Field Laboratory, FZD, PO Box 510119, 01314 Dresden, Germany

5ИФП СО РАН, пр. ак. Лаврентьева, д. 13, Новосибирск, 630090, Россия.
тел: (831) 417–94–82 +262, факс: (831) 417–94–64, эл. почта: antikon@ipmras.ru 

Гетероструктуры с квантовыми ямами (КЯ) HgTe/CdHgTe в настоящее время вызывают значительный интерес, что связано как с уникальными фундаментальными свойствами этих структур (топологический изолятор [1], двумерный полуметалл [2]), так и с перспективами практического применения (фотоприемники и источники терагерцового диапазона [3]). Важной задачей является определение зонной структуры. Эффективным методом для этого является исследование магнитопоглощения. Такие исследования были выполнены достаточно подробно (см. напр. [4–7]), однако все они были сделаны при низких температурах. В настоящей работе мы представляем результаты исследований магнитопоглощения в широком диапазоне температур в гетероструктурах 
HgTe/CdHgTe с КЯ в импульсных магнитных полях до 40 Тл.
Исследовались образцы с инвертированной зонной структурой с различными толщинами КЯ в диапазоне температур 4,2–150 K. В качестве источников излучения использовались квантовые каскадные лазеры (11 и 15 мкм) и CO2 лазер (10,6 мкм). В спектрах магнитопоглощения были обнаружены 2 линии, одна из которых соответствует внутризонному переходу, а другая межзонному [5, 6].  
Расчет уровней Ландау в модели Кейна 8*8 с учетом влияния температуры показал, что с ростом температуры зонная структура образцов меняется с инвертированной на нормальную. Это подтверждается нашими измерениями: с увеличением температуры от гелиевой линии сближаются, сливаются в одну, а затем расходятся. При этом при высоких температурах энергия внутризонного перехода практически не меняется с изменением температуры.
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